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トップコンタクト型有機トランジスタ（OTFT）は、ボトムコンタクト型 OTFT に比べてコンタクト抵抗が小

さく、高速動作に適していることが知られている。しかし、インクジェット法などの印刷法によって半導体層

上部に電極を形成する場合、電極インクの溶剤が半導体へダメージを与えてしまうという課題があった。一方、

近年我々が報告した凸版反転印刷法では、ブランケット上でインクを半乾燥状態にしてから転写するため、溶

剤による下層へのダメージが少なく、また微細配線形成が可能であることから集積回路応用に向けた印刷手法

として期待される[1]。そこで本研究では電極部に凸版反転印刷法を用い、有機半導体層に大気安定な塗布型

n型半導体を用いてトップコンタクト・ボトムゲート型OTFTを作製し、その特性評価を行ったので報告する。 

 

デバイス構造を図1に示す。ガラス基板上に下地層として架橋PVPをスピンコーターで成膜し、ゲート、ソ

ースおよびドレイン電極は銀ナノ粒子インクRAGT-29 (DIC株式会社)を凸版反転印刷法により形成した。ゲー

ト絶縁膜としてパリレン-SRを化学気相成長法で成膜（360nm）し、半導体隔壁としてテフロン（AF1600X,Dupont）

溶液、有機半導体にはTU-3（宇部興産株式会社）をそれぞれディスペンサー装置により塗布成膜した。 

 

図2(a)の光学顕微鏡写真から、半導体層上に印刷された銀ナノ粒子電極は、半導体層上の粗い表面でも良好

な形状を示していることが分かる。また、作製したトランジスタの伝達特性は0 V近傍で立ち上がるn型の特

性を示し、閾値電圧-1.24V、動作電圧10 Vでのon/off比は104であった（図2(b)）。以上の結果から、凸版

反転印刷法を電極部に使用することでトップコンタクト型 OTFT の作製に成功し、特性として低電圧駆動が可

能であることを確認した。 

[1] K. Fukuda et al., Adv. Electron. Mater. 1, 1500145 (2015). 

 

図 1. 作製したデバイスの構造      図 2. 測定したデバイスの(a)光学顕微鏡像(b)伝達特性 
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